Варіант 2.
1.Вид вольт-амперної характеристики оберненого діода.
Якщо концентрації легуючих домішок такі, що  в p- і n–області p-n переходу близькі до виродження або слабо вироджені, то при малих зміщеннях струм в «оберненому» напрямку (рис.) перевищує струм «в прямому» напрямку. Звідси походить назва такого тунельного діода – обернений діод. В стані теплової рівноваги рівень Фермі в оберненому діоді дуже близький до країв зон. 
[image: ]Символічне позначення оберненого діода 
і його вольт-амперні характеристики при наявності
від’ємного опору (а) і без від’ємного опору (б).

При малих обернених зміщеннях (при від’ємному потенціалі p-області по відношенню до потенціалу n-області) діаграма енергетичних зон подібна діаграмі, наведеній на рис.а, з однією відмінністю – обидві сторони переходу зараз не вироджені. При оберненому зміщенні електрони можуть легко тунелювати з валентної зони в зону провідності, що буде приводити до зростання струму з ростом прикладеної напруги  :


Тут B1 і B2 – додатні величини, які слабо залежать від V. З формули слідує, що обернений струм залежить від напруги приблизно по експоненційному закону.
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